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Podstéta spociva v.tom, Ze nabita fote- .
vodivad vrstva, s vyhodou selenova, piipadn&
dopované thaliem jg expoﬁovﬁﬂa pﬁés pozOre~
vany objekf RTG zafenim, nadeZ je‘zbfvndici
elektrostaticky néboj pifenesen kontaktnéd na
povrch dielektrickéhe materidlu a zde je
vyvolén kapalinovou vyvojkou. Je moZno vy-
uzit prakticky vSechny fotovodive vfétvy‘
citlivé na RTG zafeni, vyhodné jsou vrstvy
se sklovitym povichem. V souladu s podsta-
tou vynéleiu Jjsou dale nékteré zphsoby Gpra-
vy gradace vysledného obrazu jako napi. na-
bijeni pii expozici. Fotovodiva vrstva je
vicendsobné pouZitelnd aZ pro 2 030 pieno-
su, cely'proces zhétoveni obrazu trva 10 -
15 s. PouZity dielektricky materiil obsahu-
Jje vodivou papirovou podloZku a specielni
dielektrickod vrstvu o sile 10 -~ 15 mikro-
metrii. Obraz ziskany na tomto materiilu uve~
denym zpusobem mi prakticky neomezenou trvan-
livost.
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Vynédlez se tyku nového zplsobu zaznamu rentgenového zafeni, ktery nepouZiva soli stiibra.

! . o S O PN . . -
| Tento novy zpisob umoZnuje okamZité ziskani polotonovych obrazi pro diagnosticke G&ely.

2

V souZasné dobé& se pro trvaly zadznam RTG - zafeni pro 1lékarské a jiné GSely vyuziva pre-
devEim citlivosti halogenstFibrnych soli k tomuto zafeni. Tyto materidly se pouiivaji pro ppi-
mé snimkovani ve skuteé&né velikosti, pro dosaZeni vy$Sich citlivosti v kontaktu se zesilovaci
folii. U halogenstdibrnych materiald jsou hlavni charakteristiky. jako citlivost, gradace a
Zernani dosahovany predeviim pouzitim silnych nénos Ag - hal - emulse (8 - 12 g Ag/mz) a dé-
le vhodnou (d-zkou) distribuci krystall galogenidu st#ibra. Vyvolani exponovanych materidld
se provadi ve vyvojkéch, ktere obsahuji redukéni, alkalické respektive stabilizaéni.sloiky.
Dé&le pak probihd ustileni v roztoku thiosiranu, prani a sufeni. Ppi pouzZiti vyvolavacich auto- .

matl lze sloZenim lazni pfipadné& teplotou proces urychlit fadové na minuty.

Laboratorné jsou dile ovéfovany systémy vyuZivajici zmény vodivosti, pripadné ionisaci
kompaktni vrstvy ziznamového media nebo plynu. Dalsim krokem je pak zviditeln&ni té&chto zmén.
Z téchto zpﬂsobﬁ registrace rentgenového zafeni lze predeviim uvést vyuziti vfstev na bazi
kysligénik& olova. Tyto vrstvy nanesené na vodivé podloZce se opatfi povrchovym potencialem 400
V, po expozici RTG - z4Penim je provedeno eiektroforetické vyvolani pfimo na citlivé vrstvé,

obdobné& je moZno pouzit primy zpGsob zobrazeni za pouziti jinybhvfotbpolovodiéﬁ, napriklad.

ZnoO..

Dal8i zplsob registrace RTG .~ zaPfeni vyu“’v’ citlivosti selenovych vrstev, vétSinou do-
~
povanych naptfiklad thaliem. Selenova deska je v tomto pripadé ovrstvena povrchovym nédbojem asi
400 aZ 600 V, exponovéna RTG zafenim a elektroforeticky vyvoléana pragkovou vyvojkou. Vznikly

obraz lze pfimo pozorovat, nebo jej lzé pPenést (pfetiskem) na oby&ejny papir a zafixovat

napifiklad teplem.

Dal8i zphsoby jsou pak zaloZeny na ionisaci plynu po ozabeni v‘dzké mezefe mezi nabitym

‘a'uzemné&nym povrchem (fonografie). Prednostné je moZno jako plynovou naplfi St&rbiny pouZit

néktery ze vzécnych plynli.eNabity povrch po ozateni souvisejici plynové vrstvy se vybiji k pro-
tilehlé uzemnéné vrstvé (elektrod&). Neozirené plochy zlstavaji nabité a lze je napriklad
elektroforgticky vyvolat.

-

Procesy piimé fyzikdlné - chemické premény. (spiropyrany) davaji primy zédznam, ktery nelze
stabilizovat.

Jako zdroj zafeni pfichdzi v Gvahu ve vét3in& pfipadl diagnosticky rentgen, opat¥eny
wolframovou rentgenkou. V tomto pfipadé je pak charakteristické zareni wolframové ahody v se-

rii K d- 1 - 0,0209 nm, d\z - .0,0213 nm, /J . 0,0184 nm,Aa - 0,0179 nm. Souasné je emito-

vano spojité zaPeni 0,06 - 0,1 nm (20 kV), od 0,035 nm (40 kV), od 0,025 nm (50 kV).

Nerhody dosavadnich systémd spoZivaji v pripadé pouZziti materidld na bdzi halogenidd
stfibra v pouZivdni a zna&né spotiebd nedostatkového drahého kovu - stiibra. Souvisejici slo-
Zita technologie pak &ini tentb proces cenoQé velmi néroénym; Dal&im nedostatkem je vysoky podil
energie u téchto systeéml, ktery se projevuje pfi vyrobé surovin (Zelatiny, podloZka Ag) i pri
vyrobe vlastnich materidldl. Vyhodou systéml vyuZivajicich zdznam RTG zafeni na Ag - hal mate~-

rlalech je naopak dobra zavislast mezi davkou zafeni a zcernanlm, z cehoz vyplyva dobri roz-
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liSitelnost poloténd; homogenni struktura Sedych ploch p#fi vSech pouZivanych hustotdch a dobri

rozliSovaci schopnost.

Nevyhodou systém& ostatnich vyuZivajicich k zéznamu RTG -~ zaFenti zmény vodivosti vrstev,
pPfipadné mistni ionisace s néslednym elektroforetickym vyvolanim a pPipadné pfenosem prasko—
vého obrazu je nedostatedna reprodukqe polotoni spo€ivajici obvykle v nerovhom&rne gradaéni
kfivce. Dal$im problémem je pak vznik okrajového kontrastu, ktery vznikd pfi vétsim gradientu
pole pri elektroforetické vyvolavani. Nehomogenita Sedych ploch ve vyuZivaném rozsahu Jje pak
zptsobena diskontinuelnim procesem elektroforetického préaskového vyvolani s pfenosu prégko-
vého.ébrazu, resp. nedostatgénou elektrickou homogenitou vyvolavanych ploch a vy&olévacich pev-
nych &astic. VSechny tyto efekty‘jsou znainé zavazné, nebof znemozfiuji rozliSeni jemnych struk-
tur, coz je nezbytné pfi hodnmoceni rentgenovyeh snimkd. T kd&é lze v n&kterych pripadech vyuzit
naprlklad okrajového efektu ke zvysSeni obrazevého kontrastu, oétatni zavady pak u téchto Sys-
temd znemoZnuji prekticke pouziti,

.Vyée‘uvedené nevyhody nema zplGsob zaznamu rentgenového zareni podle vyndlezu, jehoZ pod-
stata spolivd v tom; Ze nabitd fotovodiva vrstva, s vyhodou selenovd Jje exponovéna pPes pozo-
rovany objekt rentgenévym zarenim, nadeZ je zbyvajici elektrostaticky néboj pfenesen kontaktné&
na povrch dielektrického matqriélu a zde je vyvolan kapalinovou vyvojkou. Je moZno vyuZit prak-
ticky vSechny fotovodivé vrstvy citlivé na rentgemové zafeni, vyhodné je viak tyt§ vfstvy upra-
vit tak, nebo pouZit takové, které maji hladky (sklovity) povrch. Této podmince vyhovuji a jsou
V' souladu s pFedm&tem vyndlezu vrstvy ma bazi selenu dopované thaliem. Vyhodou zplsobu podle

.

vyndlezu je Gspora nedostatkového stfibra.

Rovnéz tak lze pouZit vrstvy z krystalickych a polokrystalickych materidld, v pripad&, ae
povrch vrstvy je sklovité hladky. Dale pak v souladu s pfefimstem. vynidlezu jsou znamé zplsoby
Ffizeni gradace elektrografickych vrstév. Z téchto zphsob#i lze predeviim uvést vyhodny zp@isob
dodate&ného nabijeni p#i expozici. Vrstva fotopolovodiée (Sélenu) mGZe byt napafena na kovevée
napfiklad hlinikové desce, pripadnd na ohebné folii, kterd Jje opatfena slabou, ﬁapff kovovou,
vodivou vrstvou tak, aby ohebnost zlstala zachovéana. Vyhody navrhovaného reSeni jsou bﬁeaevéim
v surovinovych a energetickych Uspordch proti stavajicimu pouzivani aterlalu s obsahem strlbra.
Souéasny proces spotfebovava predevSim b&zné suroviny jako papirovou podlozku, bezne syntetlcke
pryskyfice potfebné pro jeji Gpravu a pro dielektrickou vrstvu. Vyvolani pak jako- surov1nu vyu—
ziva organické a anorganickée pigmenty a népolarni rozpoustedla ve velmi nizkych davkach Spo—
treba selenu a thalia je relativn& nizki, nebot fotovodivi vrstva je v1cenasobne pouz1telna
(1 OOO - 2 000 x). Dalsi vyhodou je rychlost celeho procesu ziskani kople, ktera ¢ini 10 —'15'5.
Vysledné kopie je neomezené stala, nezloutne, ani se nemé&ni hustota vyvolanych ploch, je ‘mozno
b&Znymi prostiedky provadét event. zéznam na mlkrofilm.‘I bez mikrofilmovani ma tento material
asi. 40 % hmotnosti Ag - hal - materidli. Ve srovnani é (klasickymi) elektrografickymi systémy
je vyhoda pfedévéim v moZnosti plného odstranéni okrajového efektu a dosaZeni polotonového obra-
zZu s velmi dobrou rozliSovaci schopnosti pficemz je obraz ziskavan neprimym zplsobem - vlastni

citlivou zdznamovou vrstvu je ioZno pouzivat vicekrat, a to i v cyklech rychle po sob& nésle-

dujicich.
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Piiklad provedeni

Pblyesterové folie sily 125 mikrometri s Al - vrstvou sily 0,5 mikrometrd, opatiiend na povr-
chu 10 miqumetrﬁ silnou napafenou vrstvou sklovitého selenu dopovaného 1 % thalia se pies
zkoumany predmé&t ozapi RTG - zaPenim wolframoveé énody prfi 50 kV. Nabiti Se ~ vrstvy 10 kV -
korondu se provede t&sné pfed ozaFenim rovnom&rné& po celém povrchu, dalsi nabijeni se pak pro-
vadi bshem expoiice..éelkové doba expozice je 3 s. Po ukon&ené expozici a nabijeni se zbyvajici
povrchovy elektrestaticky nidboj pfienese kontaktn& na povrch dielektriékého materidlu, Na tomto
dielektrickem mmteridlu se latentni elektrostaticky néboj zviditelni vyvolénim v kapalinové vy-
vojce pozitivni. Pop@ity dielektricky materiéi se stava z papirove podloZzky o sile 60 mikro-
metri s odporem 10° ohm/cm, na které je nanesena dielektrickad vrstva o sfle 10 aZ 15 mikro-
metri. PouZitd kapalinovd vyvojka je jemnad disperze Sastic se stfedni{ velikosti 0,2 mikroﬁetrﬁ
v nepolarnim disperznim prestiedi. Ndboj Jdstic odpovidd hodnoté& 800 aZ 1 000 mikrocoilombi/g
pevnych &astic., Zisk& se polotonovy obraz pfediohy odpovidajici_propusthnsti RTG - zéfeni,
pouZite oblasti. Celkem trQé proces asi 15 s. Takto ziskand positivmi kopie je suchd a neome-

zen& trvanliva, lze ji pouZit pro diagnosticke Glely.
PREDMET VYNALEZU

Zplsob zaznamu rentgenoveho zateni vyznadeny tim, Ze nabité fotovodiva vrstva, s vjhodou
selenovéa, se exponuje pPes pozorovany objekt rentgenovym zafenim, nadez se zbyvajici elektro-
staticky ndboj pifenese kontaktn& na povrch dielektrického materidlu a zde se vyvolé kapadino-.

vou vyvojkeu.

i Vytiskly Moravské tiskaiské zévody, : Cena: 240 K¢és
| provoz 12, Leninova 21, Olomouc '
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